BFR 63
BFR 64

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOREN

fiir Breitbandverstdrker, speziell fiir Antennenverstirker
bis Bereich III (BFR 63) bzw. bis Bereich V (BFR 64)

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff Ll’:@ {3 e
mit Gewinde- E TA
15
stutzen
(soT-48/3)
. 14max { 8-32unc | ]
Alle Elektroden sind -i_ B ¢ ¥ -W
vom Gewindestutzen 25 4, g%% 28
isoliert. min l T Gl
b ]
MaBangaben in mm. &
©&F
Drehmoment E
bei Befestigung: 9,7 e, lGrnax’ e
8,0 * 0,5 cm kp e - 25 min——» a8 —| >l 013
Kiihlblech- var200m0 <—“?{g -
Bohrung: 5.75max
max. 4,17 mm ¢
Die Transistoren werden
mit Mutter SW 8,6 x 3,5
geliefert.
Kurzdaten: BFR 63 BFR 64
Kollektor-Sperrspannung, Scheitelwert UCB 0 M = max. 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 25 v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 500 mA .
Gesamtverlustleistung bei $, < 60% Pt = max. 3,5 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung N
bei UCE =51V, IC = 50 mA B = 25 25
Transit-Frequenz >
bei UCE =20V, IC = 75 mA fT = 1000 1200 MHz
Ausgangsleistung, Leistungsverstirkung
bei UCE =20V, IC = 70 mA, f = 200 MHz P2 = 150 150 mW
v = 16 16 dB
p
bei Uop = 20 V, I, = 70 mA, f =800 MHz P, = 90 mW
v = 6,5 dB
P
VALVO TRANSISTOREN 8.70
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BFR 63

BFR 64

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max

Kollektor-Sperrspannung, Scheitelwert
bei IE =0, IC =100 pA:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, Scheitelwert
bei RBE =10 Q, IC = 10 mA:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei IB =0, IC = 10 mA:

Emitter-Sperrspannung
bei Ic =0, IE = 100 pA:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f 2 1 MHz:
2

<

Gesamtverlustleistung bei &G =

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

UCBOM
Uernu =
CE 0

EB 0

IC AV
CM

-
1]

tot

@ &P
4]
[} |

= maX.

max.

max.

max.

= max.

max.

max.
max.
min.

max.

40 V

40 V

n
w
<

= g ; <

-
[*d
o
<
o

o

4

VR 730597

zwischen Sperrschicht 1000

1T
T

7
35-85°0

o
1 111
und Gewindestutzen: A Erlaubter Arbeitsbereich,
) 0
|

<
Bing = 25 KNV, _ (mA)

1
1

. . Impulsbetrieb

zwischen Gewindestutzen : f T1MHz

und Kiihlblech: '

\\
N\

S .
R /K = 0,5 K/W 100

VA

7

Gleichstrom /

Impuls -
betrieb

—

Warnung

Dieses Bauelement enthilt

T
Arbeitspunkt fiir
Antennenverstarker

f TIMHz
Reef1092

Beryllium-0xid (BeO), das

in fein verteilter Form

giftig ist.

Bei DbestimmungsgemidBer

Verwendung des Bauelements

entstehen keine Gefahren.
Ggfs. sind entsprechende

Sicherheits- und Umwelt- 1
vorschriften zu beachten.

Ve ) 1®
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BFR 63
BFR 64

Kennwerte: (bei sJ = 25°C, sofern nicht anders angegebeﬂ)

BFR 63 BFR 64
Kollektor-Reststrom <
bei UCB =20V, IE =_0: ICB 0 = 10 uA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 100 ma, IB = 10 mA: UCE sat = 0,75 v
Gleichstromverstdrkung >
bei U.., =5V, I, = 50 mA: B = 25
CE C N
i = = . = 25
bei UCE 5V, IC 159 mA: B
Transit-Frequenz
bei fM = 500 MHz
= = . = 1000 MH
und UCE 20 V, IC 15 mA fT N z
und UCE =20V, IC = 75 mA: fT = 1000 1200 MHz
= = : = 1 12
und UCE = 20V, IC = 150 mA: fT 1100 00 MHz
Kollektorkapazitat <
bei UCB =20V, IE =0, f =1 MAz: Cc = 4,5 pF
Riickwirkungskapazitat
bei UCE =20V, I, =10 mA,
= = ocC. - =
f°= 1 MHz, SG = 259C: C12e 1,7 pF
Rauschzahl
bei UCE =20V, I = 40 mA, o
200 MHz, Rg = 75 Q, SG =25 C: F = 6 dB
Ausgangsleistung o
bei U,, =20V, I, =70 mA, 8, = 25°C
CE C G N
und f = 200 MHz: ) P, = 150 150(£130) mW
und f = 800 MHz: ) P, = 90(270) mW
Leistungsverstirkung (nicht neutra11s1ert)
bei U =20V, IC = 70 mA, %G = 25%
und f = 200 MHz: vp = 16 16(315) dB
und f = 800 MHz: Vp = 6,5 dB
1) bei einem Intermodulationsabstand dI = -30 dB
mit £ = 202 MHz, f = 205 MHz, f = 208 MHz
p (29-p)
und einem Welligkeitsfaktor am Ausgang 8y = 2
2) bei einem Intermodulationsabstand dIM = -30 dB
mit f = 798 MHz, f = 802 MHz, f = 806 MHz
P q (29-p)
und einem Welligkeitsfaktor am Ausgang Sy = 2
VALVO TRANSISTOREN 8.70
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BFR 63
BFR 64

Schaltungsbeispiel HF-Leistungsverstérker fiir f = 200 MHz

Ly
F—O 300
509 L2
o—
>
¢l
1 | | )
Ce Ls Cy
T WT —O - 24V
V§ 710072
C1 é 12 pF L1: 3 Wdgn. 1,4 mm Cu versilbert, Innen-¢ 8 mm,
Steigung 2,7 mm, Anzapfungen bei 0,5 und 1,5 Wdgn.
C, = 3,9 pF LT
2 < vom masseseitigen Ende
Gy = 12 pF Ly: 5,5 Wdgn. 1,4 mm Cu versilbert, Innen-¢ 8 mm,
C4 = 2,2 pF Steigung 2,2 mm
05 1 nF L3: 3 Wdgn. 1,4 mm Cu versilbert, Innen-¢ 8 mm,
06 = 1,5 nF Steigung 3,3 mm
L,: 5,5 Wdgn. 1,4 mm Cu versilbert, Innen-¢ 11 mm,
C, = 1,5 nF 4
7 Steigung 2,2 mm
R1 = 470 Q L5: FXC-Drossel 4312 020 36700
R2 =1,2 kQ
R3 = 56 Q

Intermodulationsverzerrungen ergeben sich durch Begrenzung des HF-Ausgangs-
stromes und der HF-Ausgangsspannung.Die maximale unverzerrte Ausgangsleistung
(dI 2 -30 dB) erhdlt man,wenn Begrenzung von Strom und Spannung gleichzeitig
ein%reten, ¢.h, bei

U.,.-1U

_ _CE CE sat HF . _ . _
RL = -—-———1;:——————— mit UCE sat HF = HF-Kollektor-Emitter-Restspannung

und wenn der HF-Kollektorstrom so klein wie mdglich gehalten wird, d.h. bei

“Cp =+ Copp g

Es ergeben sich RL = 220  und -CL = 4 pF.

Abgleichverfahren:

Die Kollektor-Emitter-Strecke wird durch eine Parallelschaltung von 220 § und
4 pF ersetzt und der Ausgangskreis bei f = 205 MHz auf s, = 1 abgeglichen.
Bei eingesetztem Transistor wird der Eingangskreis auf maximale Leistungsver-
stdrkung und optimale DurchlaBkurve abgeglichen, s, ist dann < 2 im gesamten
Kanal. Korrekturen kénpen mit L2 vorgenommen werden.

39700 VALVO TRANSISTOREN



BFR 63
BFR 64

Schaltungsbeispiel HF-Leistungsverstirker fiir f = 800 MHz

[~
50Q
V27100151

C1 é 12 pF R1 = 560 Q L1: versilbertes Kupferband

_ _ 25 mm x 7 mm x 0,85 mm,
C2 = 2,2 pF R2 = 1,5 k Anzapfung bei 5 mm
C3 = 470 pF By = 560 L,: 13 Wdgn. 0,6 mm Cul,
C, = 470 pF Innen-§ 8 mm
05 é 12 pF L3: 1,5 Wdgn. 1,3 mm Cu,
c. & 12 F Innen-§ 8 mm
CG 1 L,: FXC-Drossel 4312 020 36700
7= pF 4
C8 = 1,5 nF
Abgleichverfahren:

Der Abgleich wird mit kleinem Eingangssignal bei f = 802 MHz (Kanal-Mitten-
frequenz) vorgenommen. Das Signal wird erhdht, bis Begrenzung eintritt, diese
durch Abgleich des Ausgangskreises ausgeglichen, bis eine Ausgangsleistung

Io (Uog = Uep cat mp

P2 = 3 = 480 mW erreicht ist.

Der Ausgangskreis ist auf optimalen Intermodulationsabstand abgeglichen, wenn
P2 = 480 mW bei méglichst kleinem Eingangssignal erreicht wird.

Danach wird der Eingangskreis auf maximale Leistungsverstédrkung und optimale
DurchlaBkurve abgeglichen; es ergibt sich dann Sy < 2 im gesamten Kanal.

VALVO TRANSISTOREN 8213




BFR 63

BFR 64

VX 730596 _
10 T T
Uge -5V
B 3) :25°C
-—
4 AN
50
0] 0 100 1000
Ic (mA)
15 VX T30589
’ L1 i
# Ucg=20V \N
(GHz) 9y =25°C \\
fu = 500MHz A\
) \\
BFR 64
[T
BFR63
05
° 000
! 0 00 (ma)
10 VX 73 0600
e L
f =1MHz
(oF) I -
9, =25°C
5
~
E——
0 10 20 30
0 Uep (V)
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BFR 65

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstirker

Mechanische Daten:

Geh&use: Kunststoff
mit Gewinde-

stutzen, T—:D — 3 b
S0T-48/3 E 15
Alle Elektroden sind
vom (:}ewindestutzen 1.0max ‘ | 8-32UNC -
isoliert. [
B . C
25y, 033 28
MaBangaben in mm. min 0 g
f ! 4
Drehmoment N
bei Befestigung: N
M, = 8,0 £ 0,5 cm kp E
P » * 9,7 max. lm e
Kiihlblech-Bohrung: 25 min a8 —s| ot 013
fe—— 25 mi -0,
§ = max. 4,17 mm t220070 20
ERETY >
Der Transistor wird 5.75max
mit Mutter SW 8,6 x 3,5
geliefert.
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung, Scheitelwert UCB o M = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE 0 = max. 25 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = maxX. 1 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 125°¢ Ptot = maXx. 5 W
Sperrschichttemperatur QJ = max. 200 °¢
Gleichstromverstirkung >
bei UcE =20V, IC = 200 mA B = 30
Transit-Frequenz S
bei UCE =20V, IC = 200 mA fT E 1200 MHz
Ausgangsleistung
bei UCE =20V, IC = 200 mA, f = 200 MHz P2 = 450 mw
Leistungsverstdrkung
bei U, =20V, I, =200 mA, £ = 200 MHz v 3 19 dB
CE C P
bei UCE =20V, IC = ?00 mA, f = 800 MHz Vp = 4,5 dB

VALVO TRANSISTOREN
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BFR 65

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

)

J max

Kollektor-Sperrspannung

bei IE =0, Sche‘itelwert: UCB oM = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei RBE = 10 Q, Scheitelwert: UCE RM = max. 40 V

bei IB = 0: UCE 0 = max. 25 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0 = maXx. 3,5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max. 400 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f 2 1 MHz: Io o = max. 1 4
Gesamtverlustleistung bei SG =-<- 125°¢C: Ptot = max. 5 W
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 200 °c
Lagerungstemperatur: Os = min, -65 °

&s = max. 200 °
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht s as
und Gewindestutzen:
<

Bipg = 15 KN I
zwischen Gewindestutzen (mA)
und Kiihlblechs

<
Ry, /K = 0,5 K/W ) 1000
Impulsbetrieb, {2 1MHz
\\
Gleichstrom

Warnung 100

Dieses Bauelement enthilt

Beryllium-0Oxid (Be0), das

in fein verteilter Form {mpute-

giftig ist. Erlaubter Arbeitsbereich -1 1M

Bei bestimmungsgemédBer 96£125°C Roe$10Q

Vervendung des Bauelements I I i1

entstehen keine Gefahren. 10 0 100

Ggfs. sind entsprechende ! Uee (V)

Sicherheits~ und Umwelt-

vorschriften zu beachten.
10.79 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei GJ = 2500, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Durchbruchspannung

bei IE = 0, Ic =1 mA: U(BR) CB 0
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei RBE = 10 Q, IC = 5 mA: U(BR) CE R

bei IB =0, IC = 5 mA: U(BR) CE 0
Emitter-Durchbruchspannung

bei IC =0, IE =1 mA: U(BR) EB 0
Kollektor-Reststrom

bei UCB =20V, IE = 0: ICB 0
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei IC = 200 mA, IB = 20 mA: UCE sat
Gleichstromverstirkung

bei UCE =20V, IC = 200 mA: B

bei UCE =20V, IC = 400 mA: B
Transit-Frequenz )

bei UCE =20V, IC = 200 mA, fM = 500 MHz:

bei UCE =20V, IC = 400 mA, fM = 500 MHz:
Riickwirkungskapazitdt

bei UCE = 200V, IC =10 mA, f = 1 MHz

und 3G = 25°C: -012e
Kollektorkapazitdt

bei UCB =20V, IE =0, f=1 MHz: Cc
Kapazitdt Kollektor / Geh#duse: CC/G
Ausgangsleistung 1)

bei UCE =20V, IC = 200 mA, f = 200 MHz

und $:." = 25°C: P,

Leistungsverstirkung (nicht neutralisigrt)
bei UCE =20V, IC = 200 mA, 3G = 25"C
und f = 200 MHz: v
und f = 800 MHz:

1) bei einem Intermodulationsabstand dpy = -30 dB

mit f = 202 MHz, f = 205 MHz, f(2 -p) = 208 MHz
und elnem Welligkei%sfaktor am Ausggng Sy 2

v v v v | PN [N v I v

WA

BFR 65

40

40
25

100
0,75

30
20

1200
1000

450

19 (2
1,5

15)

MHz
MHz

pF

pF

pF

mW

dB
dB
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BFR 65

Schaltungsbeispiel HF - Verstidrker fiir f = 200 MHz:

. BFR65 —O0
50Q

GpF_£ Ly

N

20Q |
] 'F7o pF
L O

'1.5an= 24V
O-

vD 710100

L, : 1 Wdg. versilberter Cu-Draht, 1,4 mm d,
Innen-@ 8 mm, Anzapfung bei 1/4 Wdg. vom masseseitigen Ende

L2: FXC-Drossel 3122 108 20150, 5,5 pH
Ly: 3 Wdgn. versilberter Cu-Draht 1,4 mm ¢,

Innen-¢ 8 mm, Steigung 2,7 mm

Intermodulationsverzerrungen ergeben sich durch Begrenzung von HF - Ausgangs-
spannung und -strom. Die maximale unverzerrte Ausgangsleistung erh&élt man,
wenn Begrenzung von Spannung und Strom gleichzeitig auftreten, d.h. bei

RL = (UCE - UCE sat HF)/IC mit UCE cat HF = HF-Kollektor-Emitter-Restspannung
und wenn der Kollektorstrom so klein wie moglich gehalten wird, d.h. bei

“Cp = +Co0e k-

Fiir maximale Ausgangsleistung bei dIM = -30 dB ergeben sich

RL =51 Q und CL = -8,2 pF.

Abgleichverfahren:

Die Kollektor-Emittef-Strecke des Transistors wird durch eine Parallelschal-
tung von 51 @ und 8,2 pF ersetzt und der Ausgangskreis bei f = 205 MHz auf

8y = 1 abgeglichen.

Bei eingesetztem Transistor wird der Eingangskreis auf maximale Leistungsver-
stdrkung und optimale DurchlaBkurve abgeglichen, Sy ist dann < 2 im gesamten
Kanal. '

Ll

2.71 VALVO TRANSISTOREN
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BFR 65

7% /2730900
B 9;225°C
o Ucg=20V
50 CE
— |
== sy
25
0
0 100 200 300 o (ma) 400
Z 730899
2 I
[ 1
fr T = 500 MHz
{GHz) 9= 25°C T
- Icgz£V V]
Zs — 1T
1 7
4
%
-
I,
/
0
1 10 100 4. (ma) 1000
20 J VZ 73 0901 .
G 1Mz
(pF) Jg:0
$,225°C
~N
10
N~
SS—
0
0 10 20 Ueg (V) 30
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BFR 92A (R)

Rauscharmer
SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir Breitbandverstérker
Mechanische Daten: Stempel: BFR 92 A: P2

: P
Gehiuse: Kunststoff, SOT—23 BFR 92 AR 5
23 A 3 DIN 41 869

MaBangaben in mm:

BFR_92_A: BFR_92 AR:
— 3 — i
3% | 0 Lo |
4 0,95 . 0,95
\//\ ' \7/\ LT,
/ +1 H 2" T H l" T
~ + M 01
nix TE | B 1425 nax B | E] 1425
10°L_| 10° C 1.2 max 10°L. —j10° 1.2 max
max \ max 3] j ¢ max \ 4§ max 3 *
1‘1.’\1 ! e VXT20321.1 111.,\’( N ‘_vx720321.2
30° 30°
™ hax 0481, M hac 0481,
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 v
Kollektorstrom, Mittelwert Ic AV = Dax. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei OU é 60°C Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur %J = max. 150 °c
Transit-Frequenz
bei UCE = 10 V, IC = 14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstirkung
bei UCE =10 V, IC = 14 mA, f = 800 MHz Vp opt 16 dB
Ausgangsspannung
bei 60 dB Intermodulationsabstand
bei U,, =10V, I = 14 mA, f ~ 800 MHz U = 150 mv
CE C [
Rauschzahl
bei UCE =10 V, IC = 4 mA, £ = 800 MHz F = 1,8 dB

Fiy \[leIl



BFR 92A(R)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

)

J max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 20 Vv
Kollektor-Emitter—Spgr;spannung bei Iy = 02 Usg ¢ = mex. 15 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = mex. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: IC wv s max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei &U g 60°C: 1) Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: 2) GJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 35 = min. -65 °C
8g = max. 150 °C
Wirmewiderstand: 2)
zwischen Sperrschicht und Anschliissen: Rth J/A 60 K/W
zwischen Anschliissen und Létflidchen: Rth A/L 280 K/W
zwischen Ltflichen und Umgebung: 1) Rih L/U 90 K/W
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm
2) $. =P (r +R + R ) + 8
J tot ‘"th J/A th A/L th L/U U
300 2730098
Plot max
(mW)
200
\\
\\
N
100
N
N
0
0 50 100 9y (*¢) 150

285
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BFR92A(R)

Kennwerte: bei «SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
: <
Kollektor-Reststrom bei IE =0, UCB = 10 Vi ICB 0 = 60 nA
Gleichstromverstirkung bei Upg = 10 V, I, = 14 ma: B = 90 (2 40)
Transit-Frequenz
bei UCE =10 V, IC = 14 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitédt
bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,6 pF
Emitterkapazitit
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,2 pF
Riickwirkungskapazitit °
bei UCE =10V, IC =0, f = 1 MHz, SU = 25 C: C12e = 0,35 pF
Rauschzahl bei Uy = 10 V, I; = 4 mA, 8 = 25°C
und Rg =60 Q, f = 800 MHz: F = 1,8 dB
Erzielbare Leistungsverstéirkung_ o
bei UCE=10V, IC=14mA, 3U=250
und f = 800 MHz: VP opt = 16 dB
Ausgangsspannung
bei Intermodulationsabstand dIM = -60 dB
(DIN 45 004 B, Dreiton)
. o
bei UCE=1OV, IC=14mA, RL=759, s < 2, 3U=25C
mit U = U0 bei dIM = -60 dB bei f_ = 795,25 MHz,
q = Uo - 6 dB bei f = 803,25 Z,
Ur = Uo - 6 dB bei fr' = 805,25 MHz,
gemessen bei f( = 793,25 MHz: U = 150 mv
p+q-r) °
Abstand der 2. Harmonischen
bei UCE=10V, IC=14mA, RL=759, s <2
und 8, = 25°C, gemessen bei f(peq) = 810 MHz: d, = -50 dB
(Up = 60 mV bei f = 250 MHz)
(Uq = 60 mV bei fq = 560 MHz) Ubats Ubat ¢
2.2nF 2.2nF
SuH
S“HI InF Ausgang
Eingang 750
9 3oF  BrR92A
L: 3 Wdgn.
04mm Cu 0,82pF
2 3mm innen
H 180
Steigung tmm 3,3pF I VZ 7105641
1.82
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BFR 92A(R)

s - Parameter, Emitterschaltung

. Eingangs- Riickwdrts-— Vorwdrts— Ausgangs-—
Arbeitspunkt | Frequ. Reflgxiﬁns— {bertragungs- Ubertragungs- Refleiiois—
UC IC f faktor faktor faktor faktor
(W (uk) | (una) ile S12e S21e S2ge
40 0,88/ -8,9° 0,009/83,6° 6,7/174,20 1,00/ —2,7°
100 0,86/ —21,9° 0,022/78,3° 6,5/164,2° 0,98/ —6,6°
200 0,80/ —42,2° 0,041/69,00 6,0/149,2° 0,94/-12,20
5 2 500 0,61/ —87,2° 0,073/54,9° 4,2/119,1° 0,81/-20,2°
800 0,48/—117,4° 0,086/52,7° 3,1/100,5° 0,74/-22,9°
1000 0,44/—-133,8° 0,092/54,2° 2,6/ 91,40 0,71/-24,2°
1200 0,41/-147,6° 0,099/57,5° 2,2/ 84,3° 0,70/-25,7°
40 0,75/ —14,4° 0,008/81,8° 14,4/170,20 0,99/ —4,9°
100 0,70/ —34,0° 0,020/74,2° 13,3/155,3° 0,94/-11,20
200 0,60/ -61,7° 0,034/65,0°0 10,9/135,8° 0,84/—17,9°
5 5 500 0,40/-111,1° 0,057/61,1° 6,2/106,9° 0,67/-21,9°
800 0,32/-139,7° 0,074/65,5° 4,2/ 92,40 0,62/—22,2°
1000 0,30/—153,2° 0,086/68,2° 3,4/ 85,3° 0,61/—22,8°
1200 0,29/—-166,2° 0,100/70,9° 2,9/ 79,6° 0,60/—24,0°
40 0,61/ =21,1° 0,008/79,7° 22,8/165,2° 0,97/ -7,3°
100 0,54/ —48,5° 0,017/71,4° 19,8/145,8° 0,88/-15,5°
200 0,42/ -82,1° 0,028/65,2° 14,4/124,7° 0,74/-20,8°
5 10 500 0,30/-132,3° 0,050/69,0° 7.1/ 99,6° 0,59/—-20,5°
800 0,26/—158,0° 0,072/73,7° 4,7/ 87,8° 0,56/-20,3°
1000 0,25/-168,3° 0,088/75,2° 3,8/ 82,20 0,56/—20,9°
1200 0,25/-179,3° 0,104/76,6° 3,2/ 77,5° 0,55/—22,1°
40 0,53/ —26,0° 0,007/78,6° 27,7/162,49 0,96/ —8,7°
100 0,45/ —58,1° 0,016/70,5° 22,6/140,7° 0,85/-17,20
200 0,36/ —94,4° 0,025/66,6° 15,6/119,7° 0,70/-21,00
5 14 500 0,27/-142,8° 0,049/72,5° 7,3/ 96,9° 0,57/-19,10
800 0,25/-166,0° 0,072/76,5° 4,7/ 86,1° 0,55/-19,1°
1000 0,24/-174,8° 0,088/77,4° 3,8/ 80,5° 0,55/-19,90
1200 0,24/ 174,80 0,105/78,4° 3,2/ 76,2 0,54/-21,3°
40 0,45/ -33,1° 0,007/77,0° 132,31 58,80 0,94/-10,1°
100 0,38/ —71,8° 0,015/69,5° | 24,7/135,0° 0,80/-18,4°
200 0,31/-110,6° 0,023/68,3° i 16,0/114,6° 0,66/-20,1°
5 20 500 0,26/—154,5° 0,047/75,5° 5 7,2/ 94,3° 0,56/-17,3°
800 0,25/-174,2° 0,071/78,7° i 4,7/ 84,3° 0,55/—17,8°
1000 0,25/ 178,5° 0,088/79,3° 3,7/ 79,10 0,54/-18,9°
1200 0,26/ 169,9° 0,104/80,0° 3,2/ 74,99 0,54/—20,5°




s_-_Parameter, Emitterschaltung

BFR 92A(R)

. Eingangs- Riickwdrts- Vorwirts- Ausgangs-
Arbeitspunkt | Frequ. Reflfxi%ns- Ubertragungs- Ubertragungs- Refleiiorgls-
UC IC f faktor faktor faktor faktor
(vl'j: (ma) (MHz) S11e S12e S21e Sage
40 0,89/ -8,7° 0,008/83,6° 6,8/174,40 1,00/ -2,5°
100 0,86/ —21,20 0,021/78,5° 6,5/164,6° 0,98/ —6,1°
200 0,80/ —40,9° 0,038/69,5° 6,0/149,6° 0,94/-11,30°
10 2 500 0,61/ —85,3° 0,069/55,89 4,3/119,80 0,82/—-18,7°
800 0,48/-115,40 0,081/53,8° 3,1/101,20 0,75/-21,3°
1000 0,44/-131,40 0,086/55,59 2,6/ 92,10 0,73/-22,5°
1200 0,40/—145,6° 0,093/58,9° 2,2/ 85,00 0,72/-23,9°
40 0,77/ -13,6° 0,008/81,8° 14,2/170,50 0,99/ —4,5°
100 0,73/ -32,3° 0,019/74,7° 13,2/155,80 0,95/—10,3°
' 200 0,62/ 58,80 0,032/65,6° 11,0/136,8° 0,85/—-16,6°
10 5 500 0,41/-107,2° 0,054/61,4° 6,3/107,7° 0,69/-20,4°
800 0,32/-135,90 0,071/65,99 4,2/ 92,90 0,64/-20,8°
1000 0,30/-150,0° 0,082/68,6° 3,5/ 86,1° 0,63/—-21,3°
1200 0,28/-162,9° 0,095/71,5° 2,9/ 80,59 0,62/-22,40
40 0,66/ —19,4° 0,007/80,1° 22,5/165,99 0,97/ —6,6°
100 0,58/ —44,7° 0,017/71,8° 19,5/147,0°0 0,90/-14,1°
200 0,45/ —-76,2° 0,027/65,49 14,5/126,00 0,76/-19,3°
10 10 500 0,29/-125,1° 0,049/68,7° 7,2/100,6° 0,62/—-19,20
800 0,24/-151,8° 0,070/73,5° 4,7/ 88,89 0,59/-19,00
1000 0,24/-162,9° 0,084/75,20 3,8/ 82,6° 0,58/-19,70
1200 0,23/-174,8° 0,099/76,8° 3,2/ 78,3° 0,58/-20,9°
40 0,60/ —23,20 0,007/78,6° 27,2/163,0° 0,96/ —-7,9°
100 0,51/ —52,5° 0,016/70,6° 22,6/141,8° 0,86/—-15,8°
200 0,38/ —86,2° 0,025/66,49 15,7/120,7° 0,72/-19,6°
10 14 500 0,26/—-134,3° 0,047/72,00 7,5/ 97,80 0,60/—18,0°
800 0,22/-159,3° 0,069/76,2° 4,8/ 86,8° 0,57/-18,0°
1000 0,22/-168,0° 0,085/77,3° 3,9/ 81,30 0,57/-18,7°
1200 0,22/ 179,8° 0,100/78,5° 3,3/ 76,8° 0,57/-20,1°
40 0,54/ 28,20 0,007/77,4° 31,7/159,9° 0,95/ -9,1°
100 0,45/ -61,7° 0,015/69,5° 24,7/136,8° 0,82/-16,8°
200 0,33/ —97,5° 0,023/67,5° 16,3/116,20 0,68/-18,8°
10 20 500 0,24/-143,7° 0,046/74,4° 7,4/ 95,30 0,59/-16,40
800 0,22/-166,4° 0,069/78,0°0 4,8/ 85,20 0,57/-16,9°
1000 0,22/-174,7° 0,084/78,7° 3,8/ 80,10 0,57/-17,8°
1200 0,22/ 176,3° 0,100/79,7° 3,3/ 76,0° 0,57/-19,40
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BFR 92A(R)
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BFR 92A(R)
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abgeleitet aus S14e
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BFR 92A (R)
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Rauscharmer

BFR 93A (R)

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstirker

-~

Mechanische Daten: Stempel: BFR 93 A: R2
Gehduse: Kunststoff, SO0T-23 BFR 93 AR: RS
23 A 3 DIN 41 869
MaBangaben in mm:
BFR_93_A: BFR_93_AR:
3,0 30_,
M 2877 28
015 19+ 015 | [+ 19"
0,09 0.09
\7/‘\ 01,95 ) \7/~\ ——0;95l+2
AL o R = T i T T
max E ] B 1425 max l E 16 25
100L» B P C 1.2 max 100L. L X 0o c 1.2 max
maxi N max 3] ) ‘ maxg N # max Bl [} ‘
11 ol wrzosen 11 N | VxTzoaen.2
o
o T 0, o 08t
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UbB o = max. 15
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 12 v
Kollektorstrom, Mittelwert IC Ay = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei &U é 45°¢ Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, Ic = 30 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstirkung
bei UCE =8V, IC = 30 mA, f = 800 MHz Vp opt 14 dB
Ausgangsspannung
bei 60 dB Intermodulationsabstand
bei UCE =81V, IC = 30 mA, f = 800 MHz U0 = 425 mV
Rauschzahl
bei UCE =81V, IC =4 mA, f = 800 MHz F = 1,6 dB
VAIVD
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BFR 93 A(R)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 15 V
Kollektor-Emitter-Sperr'spannung bei Ip = 0: ) UCE o = max. 12 v
Emitter-Sperrspannung bei IC = 01: UEB o = max. 2 VvV
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = maxe 35 mA
Gesamtverlustleistung bei &U g 45°C: 1) Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur: 2) 85 = max. 150 °C
Lagerungstemperaturs: SS = min. -65 °C
0
SS = max. 150 C
Wirmewiderstand: 2)
zwischen Sperrschicht und Anschliissen: Rth J/A 50 K/W
zwischen Anschliissen und Lotflachen:1 Rin A/L T 280 K/W
zwischen Létfldchen und Umgebung: ) Rth L/u = 90 K/W
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm
2y .= p (R + R +R ) + 9
J tot ‘"th J/A th A/L th L/U U
300 Z 7300984
p'o' max
(mwW)
200 \\\
N
N
100
\\
N
N
N
0
0 50 100 9y (C) 150
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BFR 93A(R)

Kennwerte: bei 8J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor-Reststrom bei IE =0, UCB =5V ICB 0o = 50 nA
Gleichstromverstirkung bei UcE =5V, Ic = 30 mA: B = 90 (g 40)
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, IC = 30 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitdt
bei UCB =5V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,7 pF
Emitterkapazitit
bei UEB = 0,5V, Ic =0, f =1 MHz: Ce = 1,9 pF
Riickwirkungskapazitit °
bei UCE =51V, IC =0, f =1 MHz, 0U = 25 C: C12e = 0,6 pF
. (1]
Rauschzahl bei UCE =81V, Bg = Rg opt’ 8U =25C
und f = 800 MHz, Ic = 4 mA: F = 1,6 dB
und f = 800 MHz, IC = 30 mA: F = 2,3 dB
Erzielbare Leistungsverstirkung °
bei UCE =8V, Ic = 30 mA, 6U = 25C, £f = 800 MHz: VP opt = 14 4B
Ausgangsspannung
bei Intermodulationsabstand d ™= -60 dB
(DIN 45 004 B, Drelton)
bei Upp =8V, I, = 30 mA, Ry = 75 Q, 8 = 25°¢
mit U = Uo bei d. . = -60 dB bei f = 795,25 MHz,
a = Uo -~ 6 dB bei f = 803,25 MHz,
U = U - 6 dB bei f = 805,25 MHz,
gemessen be1 f(p+q—r) = 793,25 MHz: Uo = 425 mV
Abstand der 2. Harmonischen o
bei UCE=8v’ I, = 30ma, RL=75Q, 8U=250,
gemessen bei f ) = 810 MHz: d2 = =50 dB
(gp = 200 mV bei = 250 MHz)
(U, = 200 mV bei £, = 560 MHz) Usets Unarc i
15nF 1,5nF
SuH
SuH InF Ausgang
Eingang 750
7% nF BFR93A
L: 3 Wdgn.
04mmCu 33 PE 0,68pF
@ 3mm innen 189 I
Steigung 1mm I VZ 10575
1.82
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BFR 93A(R)

s_-_Parameter, Emitterschaltung

. Eingangs- Rickwdrts— Vorwdrts- Ausgangs—
Arbeitspunkt Frequ. Reflgxi%ns— Ubertragungs- Ubertragungs- Refleiioﬁs-
Ucw IC f faktor faktor faktor faktor

(ij (mA) (Miz) S1te S12e Sale S20e

40 0,89/ —12,40 0,016/82,3° 7,0/171,8° 0,88/ —4,8°

100 0,87/ -30,10 0,038/74,20 6,7/160,1° 0,96/-11,3°

200 0,80/ —56,3° 0,067/61,80 6,0/142,39 0,88/-20,1°

5 2 500 0,64/-109,5° 0,106/44,3° 3,8/110,6° 0,69/-31,90
800 0,57/-140,3° 0,116/41,80 2,7/ 91,50 0,60/-35,5°

1000 0,54/-154,50 0,119/43,9° 2,2/ 82,80 0,58/-38,00

1200 0,53/-166,6° 0,124/48,2° 1,9/ 75,1° 0,56/—40,20

40 0,77/ -19,9° 0,015/79,40 15,1/166,8° 0,97/ -8,80

100 0,72/ —46,9° 0,033/68,6° 13,5/149,7° 0,89/-19,60

200 0,62/ —-81,40 0,053/57,00 10,5/128,5° 0,73/-30,3°

5 5 500 0,48/-134,40 0,079/52,6° 5,5/100,5° 0,51/-37,3°
800 0,45/—-159,80 0,099/57,80 3,6/ 85,6° 0,44/-37,90

1000 0,44/-170,8° 0,114/61,00 3,0/ 78,8° 0,42/-39,3°

1200 0,43/ 179,89 0,131/64,2° 2,5/ 72,9° 0,41/-40,90

40 0,63/ 29,70 0,013/76,5° 24,4/161,00 0,95/—13,50

100 0,56/ —66,2° 0,028/64,8° 20,0/139,4° 0,80/-17,80

200 0,47/-105,40 0,042/57,8° 13,6/118,0°0 0,59/-37,3°

5 10 500 0,41/-152,00 0,070/62,6° 6,4/ 94,80 0,39/-39,00
800 0,39/-171,70 0,099/67,6° 4,1/ 82,70 0,35/-38,20

1000 0,39/ 179,6° 0,119/69,1° 3,4/ 76,70 0,34/-39,10

1200 0,39/ 171,60 0,140/70,5° 2,8/ 71,59 0,33/-40,7°

40 0,47/ —44,20 0,012/73,80 35,2/154,00 0,90/-19,20

100 0,42/ -90,7° 0,023/63,9° 25,4/129,3° 0,68/-35,00

200 0,39/-129,40 0,034/62,99 15,6/109,7° 0,47/—-41,00

5 20 500 0,37/-165,10 0,067/70,5° 6,8/ 90,90 0,32/-38,40
800 0,37/ 179,5° 0,101/73,2° 4,4/ 80,30 0,29/-37,4°

1000 0,36/ 173,00 0,124/73,4° 3,6/ 75,40 0,29/-38,3°

1200 0,37/ 166,20 0,148/73,6° 3,0/ 70,3° 0,28/—40,00

40 0,39/ -56,3° 0,011/72,3° 40,8/149,5° 0,86/—22,50

100 0,38/-106,8° 0,021/64,5° 27,4/124,00 0,61/-37,9°

200 0,37/-141,6° 0,032/66,4° 16,0/105,8° 0,41/—41,10

5 30 500 0,37/-171,00 0,067/73,59 6,9/ 88,99 0,29/-36,6°
800 0,37/ 175,90 0,102/75,2° 4,4/ 79,10 0,27/-36,00

1000 0,36/ 170,00 0,126/74,8° 3,6/ 74,20 0,27/-37,10

1200 0,37/ 163,90 0,150/74,6° 3,0/ 69,5° 0,27/-39,00

1.85
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s — Parameter, Emitterschaltung

BFR 93A(R)

. > Eingangs- Rickwdrts-  Vorwidrts- Ausgangs-
Arbeitspunkt |Frequ. Reflexions- Ubertragungs- Ubertragungs- Reflezg(ioﬁz—
UC IC f faktor faktor faktor faktor
V@) | (me) 11e S12e S21e “22e
40 0,90/ —12,20 0,015/82,10 6,9/171,7° 0,99/ —4,80
100 0,88/ —-29,20 9,036/74,5° 6,6/160,40 0,96/-10,80
200 0,81/ -54,70 0,064/62,4° 5,9/143,10 0,89/-19,20
8 2 500 0,64/—107,00 0,103/44,9° 3,8/111,50 0,71/-30,6°
800 0,56/-138,10 0,112/42,10 2,7/ 92,20 0,62/-34,10
1000 0,54/—-152,60 0,116/44,10 2,3/ 83,6° 0,60/—-36,4°
1200 0,52/-165,2° 0,120/48,5° 1,9/ 75,90 0,58/—38,6°
40 0,78/ -19,20 0,014/79,40 14,8/166,9° 0,98/ —8,6°
100 0,73/ —44,6° 0,032/69,0° 13,5/150,4° 0,90/-18,70
200 0,63/ —78,1° 0,051/57,5° 10,5/129,40 0,75/-28,9°
8 5 500 0,48/-131,20 0,077/52,5° 5,6/101,39 0,53/-35,70
800 0,44/-157,30 0,096/57,7° 3,7/ 86,3° 0,46/-36,20
1000 0,42/-168,3° 0,110/61,00 3,0/ 79,50 0,44/-37,50
1200 0,42/-178,3° 0,126/64,3° 2,6/ 73,60 0,43/-39,00
40 0,66/ —27,7°0 0,013/76,70 24,0/161,50 0,95/—-12,9°
100 0,58/ -62,0° 0,027/65,4° 19,9/140,40 0,81/-26,3°
200 0,48/-100,10 0,041/58,00 13,8/119,00 0,61/-35,5°
8 10 500 0,40/—148,20 0,068/62,2° 6,5/ 95,40 0,42/-37,00
800 0,38/-169,10 0,096/67,40 4,2/ 83,00 0,37/-36,2°
1000 0,37/-178,3% 0,116/69,00 3,4/ 77,40 0,36/-37,00
1200 0,37/ 173,6° 0,136/70,5° 2,9/ 72,50 0,35/-38,5°
40 0,53/ —39,6° 0,012/73,8° 34,7/154,80 0,91/-18,10
100 0,45/ —83,00 0,023/63,9° 25,6/130,50 0,70/-33,20
200 0,39/-122,00 0,034/62,2° 15,9/110,6° 0,49/-39,00
8 20 500 0,35/—161,3° 0,066/69,7° 7,0/ 91,40 0,34/-36,20
800 0,35/-177,9° 0,098/72,7° 4,5/ 80,70 0,31/-35,10
1000 0,34/ 175,20 0,121/73,10 3,7/ 75,80 0,31/-36,00
1200 0,34/ 168,30 0,143/73,40 3,1/ 711,20 0,30/-37,5°
40 0,47/ -48,00 0,011/72,20 40,3/150,80 0,87/-20,9°
100 0,41/ —95,50 0,021/63,80 27,5/125,40 0,63/-35,7°
200 0,36/-132,8° 0,032/64,9° 16,4/106,8° 0,44/-38,9°
8 30 500 0,35/—166,6° 0,065/72,30 7,1/ 89,60 0,32/-34,40
800 0,34/ 178,80 0,100/74,4° 4,5/ 79,70 0,30/-33,6°
1000 0,34/ 172,70 0,122/74,49 3,7/ 74,7° 0,30/-34,7°
1200 0,34/ 166,00 0,145/74,3° 3,1/ 70,3° 0,29/—36,5°
1.85
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BFR 93A(R)
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BFR 93 A(R)
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BFR 93A(R)

Eingangsimpedanz
abgeleitet aus 511
normiert auf 50 Q)
bei UCE = 8V

IC = 30 :A

SU =25 C

0,2 800.4-1000 1™———_2 ~

Yorwirts-
Ubertragungsfakt So1e
bei UCE = 8V

IC = 30 mA

sU =25 C

1500 30°

120° 60°

90° 7284593.1

2.85
439



BFR93A(R)

120°
Riickwdrts-

ﬁbertragungsfaktor Si0¢e

-

bei UCE

g

%

8V
30 mA
25 °C

150°

180°

150°

120°

abgeleitet aus S99¢

normiert auf 50 Q,
bei UCE = 8V

IC = 30 mA

[
%U =25 C

7284594.1

2.85
440

7Z84596.1



SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
ftir Breitband- und Antennenverstirker

Mechanische Daten:

Gehliuse: Kunststoff

BFR 94

mit Gewinde- _L
stutzen, (:1] § 3
S0T-48/3 ‘?5_2 2
Alle Elektroden sind ’
vom Gewindestutzen
isoliert. ‘  8-32UNC S
73
MaBangaben in mm. E7:0 285 J
f Y
Drehmoment f
bei Befestigung:
HD = 0,75...0,85 Nm
(7,5...8,5 kp em) 16max |
Ktthlblech-Bohrung: 27200708 T;:" >ire+ 013
V. .. >
¢ = max. 4,17 mm 0 i
Der Transistor wird
mit Mutter SW 8,6 x 3,5
geliefert.
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 30 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 25 V
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz Ic M = mex. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei £ > 1 MHz Ptot = max. 3,5 W
Sperrschichttemperatur OJ = max. 200 °c
Gleichstromverstlrkung >
bei UCE =20V, IC = 150 mA B 4 30
Transit-Frequenz
bei UCE = 20 V, Ic = 150 mA f'l' = 3,5 GHz
Breitband-LeistungsverstBrkung
bei U, =20V, I, =90 mA, £ = 40,..300 MHz V = 11 dB
CE c P
8.75

VALVO TRANSISTOREN
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BFR 94

Absolute Grenzwerte: (glltig bis SJ max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei RBE = 10 Q:
bei I, = 0:

Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:

Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz:

Gesamtverlustleistung
160°C:
145°C:

bei Gleichstrom, 3&
bei £ > 1 MHz, $

WA A

G
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmeviderstand:

zwischen Sperrschicht und Gewindestutzen:

zwischen Gewindestutzen und Kithlblech:

CB 0
CER
CE 0
EB 0

===~

IC AV
IC M

o

tot
Piot

= maX.
= max.

= maXx.

= max,

max,

max.

max,
max.
min,

max.

A

200

15
0,6

E ; < 9 < <

£ =

a a

K/W
K/W

Warnung

giftig ist. .

Dieses Bauelement enthdlt Beryllium-Oxid (Be0), das in fein verteilter Form

Bei bestimmungsgemdBer Verwendung des Bauelements entstehen keine Gefahren.
Ggfs. sind entsprechende Sicherheits- und Umweltvorschriften zu beachten.

;(:)“79 VALVO TRANSISTOREN




BFR 94

Kennwerte: bei OJ B 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <

bei UCB =20V, Ip =0: ICB 0 = 50 uA
Gleichstromverstirkung S

bei UCE =20V, Ic = 50 mA: B = 30

2

bei UCE =20V, I, = 150 mA: B = 30
Transit-Frequenz

bei UCE =20V, Ic = 90 mA, fM = 500 MHz: fT = 3,5 GHz

bei UCE =20V, Ic = 150 mA, fM = 500 MHz: 1, = 3,5 GHz
Kollektorkapazitit

bei UCB =20V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 3,5 pF
Emitterkapazitlt

bei UEB =0,5V, IC =0, f =1 MAz: Ce = 12 pF
Riickwirkungskapazitlt

bei UCE =20V, Ic =10 mA, f = 1 MHz: -012e = 1,3 pF
KapazitBt Kollektor / Gewindestutzen: CC/G = 2 pF
Optimale Leistungsverstirkung 1)

bei UCE = 29 v, I, =90 mA, £ = 500 MHz

und &U = 25 C: Vp opt = 13,5 dB

' Rauschzahl

bei UCE =20V, IC = 90 mA, £ = 500 MHz

und §;°= 25°C: F = 5 a8
Intermodulationsabstand :

bei UCE = 23 v, Ic = 90 mA, BL =75 Q

und OU =25 C,

gemessen bei f(p+q—r) = 493,25 MHz: dIM ) = -60 dB

(up = U, = 700 mV bei 1, = 495,25 MHz)

(Uq =U, - 6 dB  bei fq = 503,25 MHz)

(U.=U, -6dB bei £} = 505,25 MHz)

r 2 r

MeBschaltung fiir Intermodulationsabstand:

Upat B

Ll’ L2: 5 uH FXC-Drossel
(3122 108 20153)
7500—]
1 2 ¥YP 71 02i
) oot = I°§1el 5 ) LT
P op (1.
'(1_|811e| ) (1-,522e| )
VALVO TRANSISTOREN 875

335




BFR 94

5'0 ' r 'VP"'W
h Uce = 20V
(GHz) fu =500MHz
9 s 25°C
/l//




Riickwirts—Ubertragungsfaktor 500

BFR 94

bei UCE =20V
ic j :‘5) :2 1202
U - -
150%
o
180 72676801
Vorwiirts-ﬁ'bertragungsfahlgl S

bei UCE =20V
Ic = 90 mA

[
8U =25 °C

180°

Ausgangs-Reflexionsfaktor S99

bei UCE =20V
IC 90 :A
9 =25 C

7287481

U

7267482.2

VALVO TRANSISTOREN
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BFR 94

Schalt sbeispiel: Breitband-Verst8rker f = 40...300 MAz (% 0,2 dB

Ubarc

2.2nF

2,2nF
i I I VP 102711

Ly: 2 Wdgn. 0,7 mm Cul, eng gewickelt, Innen-§ 3 mm

Ly: 5 uH FXC-Drossel (3122 108 20153)

Lyt 5 Wdgn. 0,7 mm Cul, eng gewickelt, Innen-§ 4,7 mm

L4: 18 + 1 Wdgn. 0,3 mm CulL auf FXC-Ringkern 4322 020 91001

Breitband-Leistungsverstirkung

. >

bei Uy = 20V, I, = 90 mA: vp = 11 (£ 10)
Rauschzahl <

bei Uyp = 20 V, I = 90 mA, £ = 200 MHz: F = 8 (= 10)
Kreuzmodulationsabstand in Kanal 13 >

bei U, =20V, I, = 90 mA, U, = 48 dBmV: d,,, = -61 (= -57)
CE c 2 KM N

bei Uyp = 20 V, I, = 90 mA, U, = 32 dBmV: dey = -93 (= -89)

Intermodulationsabstand
bei UQE =b2g :, IC = 90 Tg; :% = 75 Q, . o
gemessen be (p+q-r) = s MHz : ™M = -

(u_ = U, = 60 dBmV bei fp = 196,25 MHz)
(Uﬁ =U, - 6dB  bei f = 203,25 MHz )
(Ur = U, - 6 dB bei f_ = 205,25 MHz )
Abstand der 2.Harmonischen
bei U, =20V, I, =90 mA, U, = 48 dBuV
CE c 2 N
(f_ = 66 MAz, f = 144 MHz, f = 210 MHz): d s -56
p q PHq 2
8.75 VALVO TRANSISTOREN
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-60 VP 131876 VP 73 877
[TT1] 1] -80 [T 11 A
dKM U2 =32 dBmV dym I =90mA
(dB) Ueg=20V : @B T ue=20v /
Kanat 13 Kanal 13 /
-70 -70 /
y
/
\ y
-80 -80 1
/
\ 7
9% - f
- -90 7
. N /
b N
-100 -100
0 50 100 ) (ma) 150 20 30 40y,(Bmv) 50
Wnﬂ
) I |
dyy.4, Ueg= 20V
(d8)
-40
A
\
-50
d, KT\ Y2 = 60dBmv -
2 i pogen= 194,25MHz —
\
-6
0 \
N N
__U2= 8dBmV~
r= N ]
! =200MHz N\ f
-70
-80
0 50 100, (ma) 150

VALVO TRANSISTOREN '33:73




BFR 95

SILIZIUM - NPN -~ PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR
fiir Breitband- und Antennenverstirker

-

Mechanische Daten:
Gehduse: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Geh#use leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

~ 048
_ max
H— C:::[:%
— ]
— ]
66max 12,7min L
VX 720033
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UﬁB o = max. 30v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 25 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert bei £ > 1 MHz IC M = max. 300 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur 0J = max. 200 °c
Gleichstromverstirkung 5
bei UCE =20V, IC = 50 mA B = 30
Transit-Frequenz
bei UCE =20V, IC = 80 mA fT = 3,5 GHz
Breitband-Leistungsverstirkung
bei UCE =18 vV, IC = 80 ‘mA, f = 40...300 MHz Vp = 9 dB
VALVO TRANSISTOREN 7.79
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BFR 95

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis OJ max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = O UCB o = max. 30 Vv
Kollektor-Emittef'-Sperrspannu.ng
bei BBE =10 R, IC = 10 mA: UCE g = max. 3% V
bei IB =0, IC = 10 mA: UCE o = mex. 25 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 3 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 150 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert bei £ > 1 MHz: IC M = max. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei < 25%: P, =max. 0,7 W
: < 0 _
bei OG = 125°C: Ptot = max. 1,5 Vol
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 200 C
Lagerungstemperatur: OS = max. 200 °C
8 = min. -65 °C
Widrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: B o s 250 K/W
zwischen Sperrschicht und Gehduseboden: Rth G é 50 K/W
2 V27300279
Pan
(W)
15
bez auf 3
RonzSOK/W
1
Iy
05 ~~ 20gen auf Sy, Rnu=250 K/W
e
-
-
0
50 100 150 9 (ec) 200
7.79 VALVO TRANSISTOREN
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BFR 95

(]

Kennwerte: bei OJ =25C
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, UCB = 20 Ve ICB 0o = 50 WA
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =20V, IC = 50 mA: B = 30
. >
bei UCE =20V, Ic = 150 mA: B = 30
Transit-Frequenz
bei UCE =20V, IC = 80 mA, fM = 500 MHz: fT = 3,5 GHz
bei UCE =20V, Ic = 150 mA, :fM = 500 MHz: fT = 3,5 GHz
Kollektorkapazitidt
bei Uop =20V, I, =0, £ = 1 MHz: c, = 3,5 pF
Riickwirkungskapazitidt
bei Usp =20V, I, =10 mA, £ = 1 MHz: o, = 1,6 pF
Breitband-Leistungsverstérkung >
bei Upp = 18 V, I, = 80 mA, f = 40...300 MHz: vy = 9 (%8)dB
Rauschzahl , <
bei Uyp = 18 V, I, = 80 mA, £ = 200 MHz: F = 9 (= 10)aB
L1 2 Wdgn. 0,7 mm CulL, L3
Innen-§ 3 mm, . _%_NY\__”.E"F
eng gewickelt
L2 5 pH FXC-Drossel,
3122 108 20153 12nF L1 llZnF .
13 3 Wdgn. 0,7 mm Cul, % %9
Innen~@ 4,7 mm,
eng gewickelt 47k
L4 19 Wdgn. 0,3 mm Cul
auf FXC-Ringkern
4322 020 91001 L2
L5 2 Wdgn. 0,7 mm Cul,
Innen~§ 3 mm, *Ubat 8 *Ubat ¢
eng gewickelt 1,2nfF 12nF
I . VZ 710554
VALVO TRANSISTOREN 7.79
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SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

Mechanische Daten:

fiir Breitband- und Antennenverstirker

-

Stempelseite ‘
Gehduse: Kunststoff, * 1/
S0T-37 Y
= - ¥ 2
MaBangaben in mm. 0,24 ? *
max 48 max [e—
1,2
3% fmax
6,8
:ﬁfx max Stempelseite

VF 720289

BFR 96 5

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert IC AV < max.
. . < 0

Gesamtverlustleistung bei SU =70C Ptot = max.
Sperrschichttemperatur 0J = max.
Transit-Frequenz

bei UCE =10 V, IC = 70 mA fT =
Erzielbare Leistungsverstdrkung

bei UCE =10 V, IC = 70 mA, f = 800 MHz Vp opt =
Rauschzahl

bei UCE =10V, Ic = 70 mA, f = 800 MHz F =
Ausgangsspannung
bei Intermodulationsabstand dIM = -60 dB

bei UCE =10 V, IC = 70 mA, f ~ 800 MHz Uo =

20
15
100
700
175

700

GHz

dB

dB

mV

VALVO TRANSISTOREN
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BFR96 S

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max

Kollektor-Sperrspgnnung bei IE = 02

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0:

Kollektorstrom, Mittelwert:

A

Gesamtverlustleistung bei SU 70°C: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

=]

CB O
CE 0
EB 0
C AV
tot

[=R=]
no

<y

P < P W H
wn wn
n

[[PaY

RBin v

= maX.

= maxX.

max.

= maXx.

max.

max.

max.

20
15

100
700
175
-65

150

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 50 mm x 50 mm x 1,5 mm
mit 35 pm Cu-Kaschierung, Leiterbahnen verzinnt, vgl. Skizze

K/W

800 FROZS 50 —— o
Pknnnl 55;/
(mW) / /
3
600
77
10 /// +)
#,
400 ) 7
200
4
0
0 75 0 15 5 (ec) 175
1.79 VALVO TRANSISTOREN
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BFR96 S

Kennwerte: bei 5J = 2500, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei Ip =0, Uy = 10°V: Igo = 100 na
Gleichstromverstérkung >
bei UCE =10V, IC = 70 mA: B = 25
Transit-Frequenz
bei UCE =10 V, IC = 70 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitédt
bei UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 1,5 pF
Emitterkapazitit
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 6,5 pF
Riickwirkungskapazitidt
bei UCE =10V, IC =0, f =1 MHz: 0126 = 1,0 pF
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei UCE =10 V, IC = 70 mA, f = 800 MHz
Y -
und 3U = 25°Cs Vp opt = 11,5 dB
Rauschzahl
bei UCE =10 Vv, Ic = 70 mA, f = 800 MHz
o -
und GU =25¢C, Rg = Rg opt’ F = 4,0 dB
Ausgangsspannung
bei Intermodulationsabstand d M= -60 dB
(DIN 45 004 B, Dreiton) '
[
bei UCE =10V, IC = 70 mA, RL = 75 Q, SU =25¢C
mit U_ = Uo bei dIM = -60dB bei f_ = 795,25 MHz,
q = Uo - 6 dB bei f = 803,25 MHz, !
Ur = U0 - 6 dB bei fr = 805,25 MHz,
gemessen bei f( = 793,25 MHz: 1) = 700 mv
p+q-r) 0
Abstand der 2.Harmonischen R
bei UCE =10V, Ic = 70 mA, RL =75 g, 3U =25C
mit U = Uo = 316 mV = 50 dBmV bei f_ = 250 MHz,
Uq = U0 = 316 mV = 50 dBmV bei fq = 560 MHz,
gemessen bei f(P+q) = 810 MHz: d2 = -52 dB
VALVO TRANSISTOREN 9.8
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BFR96 S

MeBschaltung fiir dIM und d2

Ll = 13 =5 pH

(Mikrodrosseln) Ubat 8

L2: 1,5 Wdgn.
0,4 mm Cu

Innen-¢ 3 mm
Steigung 1 mm

T

27Q

47pF
I vZ 710583

27300851 27300852
-30 Uce=10V, 9,-25C -30 Uce=10V, 94=25°C
A fipeq-r) = 793,25 MHz d K fing 810 MHz
@B) Uy = 700 mV = 56,9 dBV o\ U+ 316 mV =50 dBmV
-40\ -40 \\
A \
AN \
‘\ \ '/
-50 -50
N
\\\ N
N
-60 -60
-70 -70
25 50 75 1c (mA) 100 25 50 75 1c (mA) 100
9.81 VALVO TRANSISTOREN
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BFR96 S

75 I I 27,
Uce= 10V
3.5 280
B
T
/’/"
50 g
25
0
(] 50 100 1. (maA) 150
75 2 730085¢ 30 vZ7300855
[1]]
' =
! lfJMc : 50(I>°Msz Vo opt Ucg = 1OV
(GHz) 3, = 25°C (dB) ;c 72211‘(;
-
N
L AN
50 20 AN
/ \\ AN
// N
/
/ -
\
2,5 10
N\
0 0
0 50 100 1. (mA) 150 100 300 1000 f (MHz)
VALVO TRANSISTOREN 9.81



BFR96 S

bei UCE =5V

8 - Parameter in Emitterschaltung,

1
1w
o g
Mo b
- o @
S ML A
ok A
e~ S ?
LPN
-]
)
]
r ]
28
G- R
s S 0
h o A
LM -
CRIBCEE)
S o
af=
1
]
. 0
L
w8 M
M@ Oo O
W P
FP M «
HHd @
CRR
>8
[}
| o
[ ]
M R
- e o
S M
oM w
g < w
et
Mme
y B
—~
-
N’
—_~
[=4
-~ 8
Nt

VALVO TRANSISTOREN
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BFR96 S

8 ~ Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =10V
Eingangs— Vorwidrts- Riickwirts— Ausgangs-
I, f Reflexions- Ubertragungs- | thertragungs- | Reflexions-
(mA) (Hﬂz) faktor faktor faktor faktor
511e S21e 812 S22e
40 |0,77 / -38,9: 15,2 / +156,27 | 0,023 / +69,1: 0,93 / -15,42
200 |0,62 / -124,0 7,4 / +108,3 | 0,059 / +43,1 1 0,57 / -38,0_
5 500 |0,54 / -172,5 3,4/ +80,8 | 0,081 / +48,0 | 0,45 / -46,8/
800 |0,55 / +159,9 2,2 / +65,9° 10,106 / +57,8%| 0,43 / -57,1
1000 (0,56 ; +147,2° [ 1,8 ; +57,5z 0,126 ; +61,52 0,43 ; -64,92
1200 |0,58 / +135,9 1,5 +50,1° {0,150 / +64,4° | 0,42 / -74,7
40 |o0,62 / -54,5° | 24,5 / +148,7° | 0,020 / +64,9° | 0,87 / -23,5°
200 |0,53 / -142,3° | 9,6 / +102,02 0,046 / +49,62 0,42 / -47,82
10 500 |0,48 / +177,6 4,2 / +79,4° | 0,080 / +59,4 (0,31 / -54,2
800 (0,50 / +153,2 2,7/ +66,4° [0,118 / +64,0° | 0,31 / -63,5
1000 |0,52 / +142,3° | 2,2 / +59,1° | 0,143 / +64,1°] 0,31 / -70,0°
1200 |0,54 / +131,8 1,8 / +52,4° 0,168 / +64,3° | 0,30 / -79,5°
40 0,41 / -94,4° | 40,9 / +135,0° |0,014 / +62,2° | 0,72 / -39,2°
200 |0,42 / -164,6° | 11,8 / +95,1° 10,039 / +65,5° | 0,25 / -64,5°
30 500 0,42 / +167,0 4,9 / +17,9° 0,087 / +70,4° | 0,19 / -71,1°
800 |0,45 / +146,6 3,2 / +67,1° |0,136 / +69,3° | 0,18 / -79,1°
1000 |0,47 ; +136,6 2,6 ; +60,6° | 0,166 ; +67,2z 0,18 ; -83,8°
1200 (0,49 / +126,3 2,2 +54,6° 10,196 / +65,0° | 0,17 / -95,1
40 0,36 / -114,4° | 46,5 / +129,6° |0,012 / +62,7°| 0,63 / -45,7
200 |0,40 / -171,0° |12,3 / +93,1° |0,038 / +7o,4z 0,20 / -71,42
50 500 [0,41 / +163,9 5,1 / +77,1° 0,090 / +72,4 | 0,16 / -19,7,
800 (0,44 / +144,7 3,3/ +66,7° |0,140 / +70,1° | 0,15 / -86,0
1000 (0,47 / +135,3 2,7 / +60,8° |0,168 / +67,3°| 0,14 / -95,3°
1200 0,49 / +125,2 2,3 / +55,2° |0,197 / +654.0°| 0,14 /-106,6°
40 0,35 / -125,42 49,1 / +125,7z 0,012 / +63,6z 0,58 / -49,52
200 (0,40 / -173,7 " 112,4 / +92,0 10,038 / +72,7 | 0,18 / -74,8
70 500 (0,41 / +162,6 5,2 / +76,7 0,091 / +73,2 1 0,15 / -82,0
800 (0,44 / +144,1 3,3 / +66,4° 0,143 / +70,2° | 0,14 / -87,4
1000 |0,46 / +134,6 2,7/ +60,2° 0,175 / +67,3%° ] 0,13 / -95,3
1200 {0,48 / +124,1 2,3 / +54,6° [0,200 / +64,8%°| 0,13 /-109,5

VALVO TRANSISTOREN
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BFR96 S

Z 7300857
3 75
INRES b,
Ce s
(pp) (mS) P
g0 A N
MHz 50 /l N,
1T Esc { N \
2 \ INENE. / AY \
i 414 \\
N
3 F=4a ]
P /
\ P4 /
AN Aas |}
0 A 4
! A PN
Ucg=10V
lc =70mA
1 =800 MHz
25 3y = 25°C
[ 1]
0 11
o 0 ug (V) 20 0 25 50 gg (ms) 75
Eingangsimpedanz

abgeleitet aus 811e

normiert auf 50 Q,
bei UCE =10V
IC =70 I:A
8U =25 C

3682] VALVO TRANSISTOREN



BFR96 S

Vorwdrts- 7289161

Ubertragungsfaktor 551e

-

bei UCE 10V
IC 70 mA

o
SU =25 C

7289159

Riickwadrts—

Ubertragungsfaktor LT

bei UCE= 10 V
1 = 70 mA

¢ o
&U =25 C

abgeleitet aus 899
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BFR101 A
BFR101B

Symmetrische N-KANAL - SPERRSCHICHT - FELDEFFEKT - TRANSISTOREN
mit integrierten Schutzdioden, fiir Emitterfolger-Schaltungen

~

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,

S0T-143
Stempels BFR 101 A: M 97
BFR 101 B: M 98 3,0
) 287
MaBangaben in mm. 015 a— 1,92
R
4 0, It 1
max D I S 14 25
10°F_] s ILG i SO %2 max
max g N # max 3 j I
11, ——, | |
max 30° 0880, 0483,
max d .
et 7__! VX 72 0323.3
Draufsicht
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung tUDS = max. 30
Gate-Source-Spannung -UGS = max. 30 V
Drainstrom ID = max. 20 mA
Gatestrom IG = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei eU é 60°cC Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur 3J = max. 150 °C
BFR 101 A BFR 101 B
Drain-Source-KurzschluBstrom
bei UDS =6V IDS s = 0,2...1,5 1,0...5,0 mA
Vorwdrtssteilheit s
bei Upg =6V, Uoo =0, £ =1 kilz Iy21s| 2 1,2 2,5 mS
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BFR101 A
BFR101B

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung:
Gate-Drain-Spannung (iS =0):
Gate-Source-Spannung (ID = 0):
Drainstrom:

Gatestrom:

Gesamtverlustleistung bei SU é 60°C:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperaturs:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

1

1

)

)

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm

o

Kennwerte: bei SU =25C
Gate-Reststrom

bei UDs =6V, ID = 10 pA:
Drain-Source-KurzschluBstrom

bei UDs =61V, UGS = 02
Gate-Source-Abschniirspannung

bei UDS =6V, ID =1 pA:
Vorwidrtssteilheit

bei UDS =6V, UGs =0, f =1 kHz:
Eingangskapazitidt

bei UDS =6V, UGS =0, f =1 MHz:
Ausgangsleitwert

belUDS=GV, UGS=O, f =1 kHz:

Dioden-DurchlaBspannung
bei IF = 10 mA:

Diodenkapazitdt

bei U, = 0:

R ")

2) Schutzdioden nicht angeschlossen
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3) Drain und

+ = .

_UDS max 30 V
—UGD o = max. 306 Vv
-UGs o = max. 30 V
ID = max. 20 mA
IG = max. 10 mA
Ptot = max. 200 ﬁw
8J = max. 150 C
$ = min. -65 °C
[ = max. 150 °¢
Ryu = 0,46 K/mW

BFR 101 A BFR 101 B
5 nA
0,2...1,5 1,0...5,0 mA
0,2...1,0 0,5...2,5 V
1,2 2,5 mS
5 pF
10 50 mS
0,7...1,2 v
0,7 pF

Source offen



